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kel, mind pedig karakterisztikamene-
tükkel meghatározhat1k. Azaz e há-
rom jellemző valamelyikét megadva,
a másik kettőre is következtetünk. Az
adatlapokon valő tájékozódást igen
megnehezíti, hogy a gyártók a karak-
terisztikákat különböző helyzetek-
ben, lineáris vagy logaritmikus skálá-
val ábrázolják. Gyakran elhagyják a
polaritásjeleket, a r ajzjeleken a nyila-
kat, más - vagy éppen semmilyen -
rajzjelet nem alkalmaznak és gyak-
ran a megnevezések is hiányosak. Es
- bármilyen hihetetlen - esetenként
az adatlapok szerkesáői is összeke-
verik a jellemzőket; erre sámos pél-
dával rendelkeziink! Az is előfordul,
hogy az adatlap alapján nem is sike-
rtil csoportjainkba sorolni a gyárt-
mányt.

A FET-ek kivezetései a következők
lehetnek:
SOURCE; jele S.
A tranzisztor emitteréhez, ílletve az
elektroncső katődjához hasonlítható,
amennyiben ehhez viszonyítva törté-
nik a vezérlés. polaritásra nem követ_
keztethetünk e megnevezésből.
DRAIN; jele D.
A tranzisztor kollektorához, illetve
az elektroncs ő anődjához hasonlítha-
tó. polaritásra ebből sem következ-
tethetünk.

Az S és D között folvik a rezere]t
áram.
GATE;jele G
A tranzisztor bázisához, illetve az
elektroncső rácsához hasonlithato
vezérlőelektróda.
SUBSTRAT; jele a BULK (:tömeg)
megnevezésből B. Ez a kristálylapka
kivezetése, amelyen a FET-et kial;ki-
tották. számos esetben az s-re van
kapcsolva. (A vertikális és DMOS
yáltozatoknál ez a potenciál azonos
az S potenciáljával külön kivezetés-
sel nem rendelkezik. Réteg FET-ek-
nél sincs külön S-potenciál.)
CASE;jele C
Fémtokozású tranzisztoroknál a tok
külön kivezetésének a jele. Nagyfrek-
venciás típusoknál különösen -gyako-

rl.

FET-csoportok

Záróréteges, n-típusú, kiürítéses
FET-ek

Történelmileg is ezt a csoportot il-
leti az elsőbbség: ezt a \áltozltor
8\anották elóször a óO-a: elek c]ejen
kife.ilesztetr pianar epitoriaiis tech-
nologiár al. \agl lrekr enciás r álroza-
tainál a G grakran két kii-ezetéssel
rendelkezik. Különleges kivitelként
megemlíthetjük az INTERSIL

3. ábra

IT500-as sorozatát, amelynek példá-
nyaiban négy tranzisztor páronként
kaszkádba van kapcsolva 1l. ánra;.

Ebbe a csoportba tartoiik a vőzé-
relhető ellenállásnak nevezett vcR
(: Voltage Controlled Resistor)
gyártmányok többsége is; quad vál_
tozatban is kaphatók. Es ugyanide
:9lo]11qók a gallíumarzenid alapú
!1ESFET (:Metal-Silicon Fdt,
fém-félvezető ; azaz Schottky-diódásÍ
gyártmányok is. Ezek korszení pél-
dányai már ztéhányszor l0 GHi-es
tartományban is működnek. Kiszajú,
nagyfrekvencirás GaAs eszközöket je-
löl a HITACHI, -High Electron ltio-
bility Transistor- - HEM! vagy
HEMTFET - megnevezése is.

A csoporthoz tartoző karakteriszti-
kákból jól látható, hogy a karakte-
risztikák menete a triódákéhoz ha-
sonló. Két ilyen tranzisztor felhasz-
nálásával (2. ábra) pentóda karakte-
risztikájú eszközök is készíthetők.
Ilyen gyártmányt jelöl a TELEDY-
NE Co FETRON megnevezése is. A
70-es években forgalomba hozott 7
csapos miniatűr elektroncsöves fog-
lalatba dugható típusai alkalmasaki
l2AT7, 6AK5 stb. elektroncsövek he-
lyettesítésére. Erősítésük azonban
egy nagyságrenddel jobb, mint az
elektroncsöveké.
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